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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走査ラインの上層側に形成されたデータラインと、
　前記データラインと対応する部分のエッジを前記データラインと重ね合わされて、前記
データラインの上層側に設けられた画素電極と、
　前記データラインの前記画素電極との重合部と前記画素電極の前記データラインとの重
合部との間に設けられた導電層と、を備え、
　薄膜トランジスタのゲート電極が前記走査ラインと同一層に形成され、
　前記薄膜トランジスタのドレイン電極が前記データラインと同一層に形成され、
　前記導電層は、前記画素電極と重ね合わされた部分により補助容量部を形成する補助容
量電極となっていることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の発明において、前記導電層の前記データラインに沿った方向の長さは
、前記画素電極における前記方向の長さよりも長くなっていることを特徴とする表示装置
。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の発明において、前記導電層の前記データラインと重ね合わさ
れた部分の幅は前記データラインの幅よりも広くなっていることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１から３の何れかに記載の発明において、前記導電層は透明導電材料によって形
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成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項１から３の何れかに記載の発明において、前記導電層は非透明導電材料によって
形成されていることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は液晶表示装置等の表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えばアクティブマトリクス型の液晶表示装置には、高開口率化を図ったものがある。図
１５は従来のこのような液晶表示装置における薄膜トランジスタパネルの一例の一部の透
過平面図を示したものである。この薄膜トランジスタパネルはガラス基板１を備えている
。ガラス基板１の上面側には走査ライン２およびデータライン３がマトリクス状に設けら
れ、その各交点近傍には薄膜トランジスタ４および画素電極５が設けられている。図を明
確にする目的で、各画素電極５の縁部に斜めの短い実線のハッチングが記入されている。
【０００３】
この場合、方形状の画素電極５の左右両側のエッジはその左右両側のデータライン３に重
ね合わされている。これにより、画素電極５のうち、その左右両側のデータライン３形成
領域および薄膜トランジスタ４形成領域を除く領域が実質的な画素領域となり、開口率を
大きくすることができる。
【０００４】
次に、この薄膜トランジスタパネルの具体的な構造について説明する。図１６は図１５の
Ｃ－Ｃ線およびＤ－Ｄ線に沿う断面図を示したものである。この場合、図１６の左側はデ
ータライン等形成領域の断面図であり、図１６の右側は薄膜トランジスタ等形成領域の断
面図である。ガラス基板１の上面の所定の箇所にはゲート電極６を含む走査ライン２が設
けられている。ゲート電極６および走査ライン２を含むガラス基板１の上面にはゲート絶
縁膜７が設けられている。
【０００５】
ゲート電極６上におけるゲート絶縁膜７の上面の所定の箇所には真性アモルファスシリコ
ンからなる半導体薄膜８が設けられている。ゲート電極６上における半導体薄膜８の上面
の所定の箇所にはチャネル保護膜９が設けられている。チャネル保護膜９の上面両側およ
びその両側における半導体薄膜８の上面にはｎ型アモルファスシリコンからなるオーミッ
クコンタクト層１０、１１が設けられている。オーミックコンタクト層１０、１１の上面
にはドレイン電極１２およびソース電極１３が設けられている。
【０００６】
そして、ゲート電極６、ゲート絶縁膜７、半導体薄膜８、チャネル保護膜９、オーミック
コンタクト層１０、１１、ドレイン電極１２およびソース電極１３により、薄膜トランジ
スタ４が構成されている。
【０００７】
ゲート絶縁膜７の上面の他の所定の箇所にはデータライン３が設けられている。この場合
、データライン３は、下から順に、真性アモルファスシリコン層３ａ、ｎ型アモルファス
シリコン層３ｂおよび金属層３ｃの３層構造となっている。そして、データライン３は、
ドレイン電極１２およびその下側のオーミックコンタクト層１０、半導体薄膜８に接続さ
れている。
【０００８】
薄膜トランジスタ４およびデータライン３を含むゲート絶縁膜７の上面には層間絶縁膜１
４が設けられている。ソース電極１３の所定の箇所に対応する部分における層間絶縁膜１
４にはコンタクトホール１５が設けられている。層間絶縁膜１４の上面の所定の箇所には
画素電極５がコンタクトホール１５を介してソース電極１３に接続されて設けられている
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。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記構成の薄膜トランジスタパネルを備えた液晶表示装置では、画素電極
５の左右両側のエッジをその左右両側のデータライン３に重ね合わせているので、この重
合部分に結合容量が発生し、この結合容量に起因して垂直クロストークが発生し、表示特
性が劣化してしまうという問題があった。すなわち、例えば、図１７（Ａ）に示すように
、１画素１６の背景が灰色でその中に正方形の黒表示１７を行うとき、上記結合容量に起
因して、画素の電位がドレイン電圧に引きずられるため、図１７（Ｂ）において符号１８
で示すように、黒表示１７の上下の背景の色がやや濃くなり、黒表示１７が上下方向に尾
引き、表示特性が劣化してしまう。
そこで、この発明は、垂直クロストークが発生しないようにすることができる表示装置を
提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、走査ラインの上層側に形成されたデータラインと、前記デー
タラインと対応する部分のエッジを前記データラインと重ね合わされて、前記データライ
ンの上層側に設けられた画素電極と、前記データラインの前記画素電極との重合部と前記
画素電極の前記データラインとの重合部との間に設けられた導電層と、を備え、薄膜トラ
ンジスタのゲート電極が前記走査ラインと同一層に形成され、前記薄膜トランジスタのド
レイン電極が前記データラインと同一層に形成され、前記導電層は、前記画素電極と重ね
合わされた部分により補助容量部を形成する補助容量電極となっていることを特徴とする
ものである。
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記導電層の前記データラ
インに沿った方向の長さは、前記画素電極における前記方向の長さよりも長くなっている
ことを特徴とするものである。
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の発明において、前記導電層の前記
データラインと重ね合わされた部分の幅は前記データラインの幅よりも広くなっているこ
とを特徴とするものである。
　請求項４に記載の発明は、請求項１から３の何れかに記載の発明において、前記導電層
は透明導電材料によって形成されていることを特徴とするものである。
　請求項５に記載の発明は、請求項１から３の何れかに記載の発明において、前記導電層
は非透明導電材料によって形成されていることを特徴とするものである。
　そして、この発明によれば、データラインの画素電極との重合部と画素電極のデータラ
インとの重合部との間に導電層を設けているので、この導電層により、データラインと画
素電極との重合部分に結合容量が発生するのを防止することができ、したがって垂直クロ
ストークが発生しないようにすることができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１はこの発明の第１実施形態としての液晶表示装置における薄膜トランジスタパネルの
要部の透過平面図を示したものである。この薄膜トランジスタパネルはガラス基板２１を
備えている。ガラス基板２１の上面側には走査ライン２２およびデータライン２３がマト
リクス状に設けられ、その各交点近傍には薄膜トランジスタ２４、画素電極２５および補
助容量電極（導電層）２６が設けられている。図を明確にする目的で、各画素電極２５の
縁部に斜めの短い実線のハッチングが、また、補助容量電極２６の縁部に多数の点からな
るハッチングが記入されている。
【００１２】
この場合、方形状の画素電極２５の左右両側のエッジはその左右両側に配置されたデータ
ライン２３に重ね合わされている。これにより、画素電極２５のうち、その左右両側のデ
ータライン２３形成領域および薄膜トランジスタ２４形成領域を除く領域が実質的な画素
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領域となり、開口率を大きくすることができる。ただし、この場合、補助容量電極２６は
ＩＴＯ等の透明導電材料によって形成されているが、アルミニウム等の非透明導電材料に
よって形成してもよい。また、薄膜トランジスタパネル上に対向配置される対向パネル（
図示せず）には、薄膜トランジスタ２４への外光の入射を防止するために、少なくとも薄
膜トランジスタ２４に対応する部分にブラックマスクが設けられている。
【００１３】
補助容量電極２６は、基本的には、図１において、左側のデータライン２３と平行に配置
された短冊形状の電極部２６ａと、右側のデータライン２３と平行に配置された短冊形状
の電極部２６ｂと、左側の電極部２６ａの中央部と右側の電極部２６ｂの中央部とを接続
する短冊形状の電極部２６ｃとを備えている。
【００１４】
この場合、電極部２６ａ、２６ｂの幅（走査ライン２２と平行な方向の長さ）はデータラ
イン２３の幅よりもある程度大きくなっており、これにより、走査ライン２２と平行方向
の位置ずれがあっても、データライン２３が直接画素電極２５と対向しないようにデータ
ライン２３を確実に覆っている。
【００１５】
また、電極部２６ａ、２６ｂの長さ（走査ライン２２と直交する方向の長さ）は画素電極
２５の同方向の長さよりもある程度大きくなっており、これにより、補助容量電極２６は
、画素電極２５に対し、走査ライン２２と直交する方向の位置ずれがあっても、全長が画
素電極２５と確実に重なり、位置合わせずれによる補助容量の変動を確実に防止している
。
【００１６】
次に、この薄膜トランジスタパネルの具体的な構造について説明する。図２は図１のＡ－
Ａ線とＢ－Ｂ線に沿う断面図およびその他の所定の部分の断面図を示したものである。こ
の場合、図２の最も左側はデータライン等形成領域の断面図であり、その右側は薄膜トラ
ンジスタ等形成領域の断面図であり、その右側は走査ライン用接続パッド形成領域の断面
図であり、その右側はデータライン用接続パッド形成領域の断面図である。
【００１７】
まず、データライン等形成領域について説明する。ガラス基板２１の上面の所定の箇所に
はデータライン２３が設けられている。データライン２３を含むガラス基板２１の上面に
は第１層間絶縁膜３１が設けられている。データライン２３上における第１層間絶縁膜３
１の上面の所定の箇所には補助容量電極２６の電極部２６ａが設けられている。補助容量
電極２６の電極部２６ａを含む第１層間絶縁膜３１の上面には第２層間絶縁膜３２、ゲー
ト絶縁膜３３およびオーバーコート膜３４がこの順で設けられている。オーバーコート膜
３４の上面の所定の箇所には画素電極２５が設けられている。
【００１８】
次に、薄膜トランジスタ等形成領域について説明する。ガラス基板２１の上面の所定の箇
所にはデータライン２３が設けられている。データライン２３を含むガラス基板２１の上
面には第１層間絶縁膜３１が設けられている。第１層間絶縁膜３１のデータライン２３の
所定の箇所に対応する部分にはコンタクトホール３５が設けられている。第１層間絶縁膜
３１の上面の所定の箇所には中継接続パッド３６がコンタクトホール３５を介してデータ
ライン２３に接続されて設けられている。中継接続パッド３６を含む第１層間絶縁膜３１
の上面には第２層間絶縁膜３２が設けられている。
【００１９】
第２層間絶縁膜３２の上面の所定の箇所にはゲート電極３７が設けられている。ゲート電
極３７を含む第２層間絶縁膜３２の上面にはゲート絶縁膜３３が設けられている。ゲート
電極３７上におけるゲート絶縁膜３３の上面の所定の箇所には真性アモルファスシリコン
からなる半導体薄膜３８が設けられている。ゲート電極３７上における半導体薄膜３８の
上面の所定の箇所にはチャネル保護膜３９が設けられている。
【００２０】
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チャネル保護膜３９の上面両側およびその両側における半導体薄膜３８の上面にはｎ型ア
モルファスシリコンからなるコンタクト層４０、４１が設けられている。オーミックコン
タクト層４０、４１の上面にはドレイン電極４２およびソース電極４３が設けられている
。この場合、ドレイン電極４２は、オーミックコンタクト層４０、半導体薄膜３８、ゲー
ト絶縁膜３３および第２層間絶縁膜３２に形成されたコンタクトホール４４を介して中継
接続パッド３６に接続され、さらに中継接続パッド３６を介してデータライン２３に接続
されている。
【００２１】
そして、ゲート電極３７、ゲート絶縁膜３３、半導体薄膜３８、チャネル保護膜３９、オ
ーミックコンタクト層４０、４１、ドレイン電極４２およびソース電極４３により、薄膜
トランジスタ２４が構成されている。
【００２２】
薄膜トランジスタ２４を含むゲート絶縁膜３３の上面にはオーバーコート膜３４が設けら
れている。オーバーコート膜３４のソース電極４３の所定の箇所に対応する部分にはコン
タクトホール４５が設けられている。オーバーコート膜３４の上面の所定の箇所には画素
電極２５がコンタクトホール４５を介してソース電極４３に接続されて設けられている。
【００２３】
次に、走査ライン用接続パッド形成領域について説明する。走査ライン用接続パッド５１
は、第２層間絶縁膜３２の上面に設けられた下部接続パッド５２と、ゲート絶縁膜３３の
上面にゲート絶縁膜３３に形成されたコンタクトホール５３を介して下部接続パッド５２
に接続されて設けられた中間接続パッド５４と、オーバーコート膜３４の上面にオーバー
コート膜３４に形成されたコンタクトホール５５を介して中間接続パッド５４に接続され
て設けられた上部接続パッド５６とからなっている。
【００２４】
この場合、コンタクトホール５３の周囲におけるゲート絶縁膜３３と中間接続パッド５４
との間には、下から順に、真性アモルファスシリコン層５７およびｎ型アモルファスシリ
コン層５８が設けられている。
【００２５】
次に、データライン用接続パッド形成領域について説明する。データライン用接続パッド
６１は、ガラス基板２１の上面に設けられた下部接続パッド６２と、第１層間絶縁膜３１
の上面に第１層間絶縁膜３１に形成されたコンタクトホール６３を介して下部接続パッド
６２に接続されて設けられた中継接続パッド６４と、ゲート絶縁膜３３の上面にゲート絶
縁膜３３および第２層間絶縁膜３２に形成されたコンタクトホール６５を介して中継接続
パッド６４に接続されて設けられた中間接続パッド６６と、オーバーコート膜３４の上面
にオーバーコート膜３４に形成されたコンタクトホール６７を介して中間接続パッド６６
に接続されて設けられた上部接続パッド６８とからなっている。
【００２６】
この場合、コンタクトホール６５の周囲におけるゲート絶縁膜３３と中間接続パッド６６
との間には、下から順に、真性アモルファスシリコン膜６９およびｎ型アモルファスシリ
コン膜７０が設けられている。
【００２７】
次に、図１および図２に示す薄膜トランジスタパネルの製造方法の一例について説明する
。まず、図３に示すように、ガラス基板２１の上面に成膜されたクロム等からなる金属層
をパターニングすることにより、ガラス基板２１の上面の各所定の箇所にデータライン２
３および下部接続パッド６２を形成する。次に、その上面に窒化シリコンからなる第１層
間絶縁膜３１を成膜する。
【００２８】
次に、第１層間絶縁膜３１の各所定の箇所にコンタクトホール３５、６３を形成する。次
に、その上面に成膜されたＩＴＯ等からなる透明導電層をパターニングすることにより、
補助容量電極２６および中継接続パッド３６、６４を形成する。なお、中継接続パッド３
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６、６４は省略してもよい。次に、その上面に窒化シリコンからなる第２層間絶縁膜３２
を成膜する。次に、その上面に成膜されたアルミニウム等からなる金属層をパターニング
することにより、ゲート電極３７を含む走査ライン２２および下部接続パッド５２を形成
する。
【００２９】
次に、ゲート電極３７等を含む第２層間絶縁膜３２の上面に窒化シリコンからなるゲート
絶縁膜３３、真性アモルファスシリコン膜７１および窒化シリコン膜を連続して成膜し、
窒化シリコン膜をパターニングすることにより、チャネル保護膜３９を形成する。次に、
その上面にｎ型アモルファスシリコン膜７２を成膜する。
【００３０】
次に、図４に示すように、薄膜トランジスタ等形成領域におけるｎ型アモルファスシリコ
ン膜７２、真性アモルファスシリコン膜７１、ゲート絶縁膜３３および第２層間絶縁膜３
２の所定の箇所にコンタクトホール４４を形成する。また、走査ライン用接続パッド形成
領域におけるｎ型アモルファスシリコン膜７２、真性アモルファスシリコン膜７１および
ゲート絶縁膜３３の所定の箇所にコンタクトホール５３を形成する。さらに、データライ
ン用接続パッド形成領域におけるｎ型アモルファスシリコン膜７２、真性アモルファスシ
リコン膜７１、ゲート絶縁膜３３および第２層間絶縁膜３２の所定の箇所にコンタクトホ
ール６５を形成する。
【００３１】
次に、図５に示すように、その上面にクロム等からなる金属層７３を成膜する。次に、金
属層７３、ｎ型アモルファスシリコン膜７２および真性アモルファスシリコン膜７１を連
続してパターニングすることにより、図６に示すように、薄膜トランジスタ等形成領域に
、ドレイン電極４２、ソース電極４３、オーミックコンタクト層４０、４１および半導体
薄膜３８を形成する。また、走査ライン用接続パッド形成領域に、中間接続パッド５４、
ｎ型アモルファスシリコン膜５８および真性アモルファスシリコン膜５７を形成する。さ
らに、データライン用接続パッド形成領域に、中間接続パッド６６、ｎ型アモルファスシ
リコン膜７０および真性アモルファスシリコン膜６９を形成する。
【００３２】
次に、図７に示すように、その上面に窒化シリコンからなるオーバーコート膜３４を成膜
する。次に、オーバーコート膜３４の各所定の箇所にコンタクトホール４５、５５、６７
を形成する。次に、その上面に成膜されたＩＴＯ等からなる透明導電層をパターニングす
ることにより、図２に示すように、画素電極２５および上部接続パッド５６、６８を形成
する。かくして、図１および図２に示す薄膜トランジスタパネルが得られる。
【００３３】
このようにして得られた薄膜トランジスタパネルを備えた液晶表示装置では、図２のデー
タライン等形成領域に示すように、データライン２３の画素電極２５との重合部と画素電
極２５のデータライン２３との重合部との間に、データライン２３の幅よりも広く、画素
電極２５の走査ライン２２と直交する方向の長さよりも長い形状を有する補助容量電極２
６の電極部２６ａを設けているので、この電極部２６ａにより、データライン２３と画素
電極２５との重合部分に結合容量が発生するのを防止することができ、したがって垂直ク
ロストークが発生しないようにすることができ、表示特性を向上することができる。
【００３４】
なお、上記第１実施形態では、図２に示すように、第２層間絶縁膜３２下に補助容量電極
２６を設け、第２層間絶縁膜３２上にゲート電極３７を設けた場合について説明したが、
これに限定されるものではない。例えば、図８に示すこの発明の第２実施形態のように、
第２層間絶縁膜３２を省略し、第１層間絶縁膜３１の上面の各所定の箇所に補助容量電極
２６およびゲート電極３７を設けるようにしてもよい。この場合、補助容量電極２６は、
ゲート電極３７を含む走査ライン２２の形成と同時にアルミニウム等の非透明導電材料に
よって形成してもよく、またゲート電極３７を含む走査ライン２２の形成とは別工程でＩ
ＴＯ等の透明導電材料によって形成してもよい。
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【００３５】
また、図９に示すこの発明の第３実施形態のようにしてもよい。すなわち、まず、データ
ライン等形成領域について説明する。ガラス基板２１の上面にはゲート絶縁膜３３が設け
られている。ゲート絶縁膜３３の上面の所定の箇所にはデータライン２３が設けられてい
る。この場合、データライン２３は、下から順に、真性アモルファスシリコン膜２３ａ、
ｎ型アモルファスシリコン膜２３ｂおよび金属層２３ｃの３層構造となっている。
【００３６】
データライン２３を含むゲート絶縁膜３３の上面には層間絶縁膜８１が設けられている。
データライン２３上における層間絶縁膜８１の上面の所定の箇所には補助容量電極２６の
電極部２６ａが設けられている。補助容量電極２６の電極部２６ａを含む層間絶縁膜８１
の上面にはオーバーコート膜３４が設けられている。オーバーコート膜３４の上面の所定
の箇所には画素電極２５が設けられている。
【００３７】
次に、薄膜トランジスタ等形成領域について説明する。ガラス基板２１の上面の所定の箇
所にはゲート電極３７が設けられている。ゲート電極３７を含むガラス基板２１の上面に
はゲート絶縁膜３３が設けられている。ゲート電極３７上におけるゲート絶縁膜３３の上
面の所定の箇所には真性アモルファスシリコンからなる半導体薄膜３８が設けられている
。ゲート電極３７上における半導体薄膜３８の上面の所定の箇所にはチャネル保護膜３９
が設けられている。
【００３８】
チャネル保護膜３９の上面両側およびその両側における半導体薄膜３８の上面にはｎ型ア
モルファスシリコンからなるコンタクト層４０、４１が設けられている。オーミックコン
タクト層４０、４１の上面にはドレイン電極４２およびソース電極４３が設けられている
。この場合、ドレイン電極４２、オーミックコンタクト層４０および半導体薄膜３８は、
ゲート絶縁膜３３上においてそのままデータライン２３に接続されている。
【００３９】
薄膜トランジスタ２４等を含むゲート絶縁膜３３の上面には層間絶縁膜８１およびオーバ
ーコート膜３４がこの順で設けられている。オーバーコート膜３４および層間絶縁膜８１
のソース電極４３の所定の箇所に対応する部分にはコンタクトホール４５が設けられてい
る。オーバーコート膜３４の上面の所定の箇所には画素電極２５がコンタクトホール４５
を介してソース電極４３に接続されて設けられている。
【００４０】
次に、走査ライン用接続パッド形成領域について説明する。走査ライン用接続パッド５１
は、ガラス基板２１の上面に設けられた下部接続パッド５２と、オーバーコート膜３４の
上面にオーバーコート膜３４、層間絶縁膜８１およびゲート絶縁膜３３に形成されたコン
タクトホール５５を介して下部接続パッド５２に接続されて設けられた上部接続パッド５
６とからなっている。
【００４１】
次に、データライン用接続パッド形成領域について説明する。データライン用接続パッド
６１は、ゲート絶縁膜３３の上面に設けられた下部接続パッド６２と、オーバーコート膜
３４の上面にオーバーコート膜３４および層間絶縁膜８１に形成されたコンタクトホール
６７を介して下部接続パッド６２に接続されて設けられた上部接続パッド６８とからなっ
ている。こば、下部接続パッド６２は、下から順に、真性アモルファスシリコン膜６２ａ
、ｎ型アモルファスシリコン膜６２ｂおよび金属層６２ｃの３層構造となっている。
【００４２】
次に、図９に示す薄膜トランジスタパネルの製造方法の一例について説明する。まず、図
１０に示すように、ガラス基板２１の上面に成膜されたアルミニウム等からなる金属層を
パターニングすることにより、ガラス基板２１の上面の各所定の箇所にゲート電極３７お
よび下部接続パッド５２を形成する。
【００４３】
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次に、ゲート電極３７等を含むガラス基板２１の上面に窒化シリコンからなるゲート絶縁
膜３３、真性アモルファスシリコン膜８２および窒化シリコン膜を連続して成膜し、窒化
シリコン膜をパターニングすることにより、チャネル保護膜３９を形成する。次に、その
上面にｎ型アモルファスシリコン膜８３および金属層８４を連続して成膜する。この場合
、金属層８４はＩＴＯ等の透明導電材料によって形成してもよく、またクロム等の非透明
導電材料によって形成してもよい。
【００４４】
次に、金属層８４、ｎ型アモルファスシリコン膜８３および真性アモルファスシリコン膜
８２を連続してパターニングすることにより、図１１に示すように、データライン等形成
領域に、真性アモルファスシリコン膜２３ａ、ｎ型アモルファスシリコン膜２３ｂおよび
金属層２３ｃからなる３層構造のデータライン２３を形成する。また、薄膜トランジスタ
等形成領域に、ドレイン電極４２、ソース電極４３、オーミックコンタクト層４０、４１
および半導体薄膜３８を形成する。さらに、データライン用接続パッド形成領域に、真性
アモルファスシリコン膜６２ａ、ｎ型アモルファスシリコン膜６２ｂおよび金属層６２ｃ
からなる３層構造の下部接続パッド６２を形成する。
【００４５】
次に、図１２に示すように、その上面に窒化シリコンからなる層間絶縁膜８１を成膜する
。次に、その上面に成膜された金属層をパターニングすることにより、補助容量電極２６
を形成する。次に、図１３に示すように、その上面に窒化シリコンからなるオーバーコー
ト膜３４を成膜する。次に、オーバーコート膜３４の所定の箇所にコンタクトホール４５
、５５、６７を形成する。次に、その上面に成膜されたＩＴＯ等からなる透明導電層をパ
ターニングすることにより、図９に示すように、画素電極２５および上部接続パッド５６
、６８を形成する。かくして、図９に示す薄膜トランジスタパネルが得られる。
【００４６】
なお、上記各実施形態では、図１に示すように、補助容量電極２６をほぼＨ字形状とした
場合について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、図１４に示すこの発
明の第４実施形態のように、補助容量電極２６をほぼコ字形状とし、その中間の電極部２
６ｃを画素電極２５の上辺部に重ね合わせるようにしてもよい。ただし、図１４に示す薄
膜トランジスタパネルの断面形状は、例えば図９に示す場合とほぼ同じである。
【００４７】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、データラインの画素電極との重合部と画素電極
のデータラインとの重合部との間に導電層を設けているので、この導電層により、データ
ラインと画素電極との重合部分に結合容量が発生するのを防止することができ、したがっ
て垂直クロストークが発生しないようにすることができ、表示特性を向上することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１実施形態としての液晶表示装置における薄膜トランジスタパネル
の要部の透過平面図。
【図２】図１のＡ－Ａ線とＢ－Ｂ線に沿う断面図およびその他の所定の部分の断面図。
【図３】図２に示す薄膜トランジスタパネルの製造に際し、当初の工程の断面図。
【図４】図３に続く工程を示す断面図。
【図５】図４に続く工程を示す断面図。
【図６】図５に続く工程を示す断面図。
【図７】図６に続く工程を示す断面図。
【図８】この発明の第２実施形態としての薄膜トランジスタパネルの図２同様の断面図。
【図９】この発明の第３実施形態としての薄膜トランジスタパネルの図２同様の断面図。
【図１０】図９に示す液晶表示装置の製造に際し、当初の工程の断面図。
【図１１】図１０に続く工程を示す断面図。
【図１２】図１１に続く工程を示す断面図。
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【図１３】図１２に続く工程を示す断面図。
【図１４】この発明の第４実施形態としての薄膜トランジスタパネルの図１同様の透過平
面図。
【図１５】従来の液晶表示装置における薄膜トランジスタパネルの一部の透過平面図。
【図１６】図１５のＣ－Ｃ線およびＤ－Ｄに沿う断面図。
【図１７】（Ａ）および（Ｂ）は従来の液晶表示装置の問題点を説明するために示す図。
【符号の説明】
２１　ガラス基板
２２　走査ライン
２３　データライン
２４　薄膜トランジスタ
２５　画素電極
２６　補助容量電極
３７　ゲート電極
４２　ドレイン電極
４３　ソース電極
４４、４５　コンタクトホール

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】
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摘要(译)

要解决的问题：防止在像素电极和数据线的边缘相互重叠的有源矩阵液
晶显示装置中的数据线和像素电极的相互重叠部分上产生耦合电容器为
了提高孔径比。 ŽSOLUTION：数据线23，绝缘膜，辅助电容电极26，
绝缘膜和像素电极25按此顺序设置在玻璃基板21上，并且近似H形辅助
电容电极的电极部分26a，26b图26所示的数据线23设置在数据线23的相
互重叠部分和像素电极25之间。由此，防止了在数据线23和像素电极25
的相互重叠部分上产生耦合电容。 Ž
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